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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Научить основам современных физических структурных методов исследования атомного строения материалов и

основам структурных методов контроля технологии получения материалов и структур электроники.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Атомное строение фаз

2.1.2 Биохимия наноматериалов

2.1.3 Инженерия поверхности

2.1.4 Квантовая и оптическая электроника

2.1.5 Методы исследования физических свойств полупроводниковых структур

2.1.6 Методы получения наночастиц и наноматериалов

2.1.7 Мехатроника

2.1.8 Наноструктурные термоэлектрики

2.1.9 Основы компьютерной металлографии

2.1.10 Основы магнетизма. Часть 1. Физика магнетизма

2.1.11 Основы физики поверхности

2.1.12 Термодинамика и кинетика аморфизирующихся систем

2.1.13 Физика и техника высоких давлений, фазовые превращения в углероде и нитриде бора

2.1.14 Физика полупроводниковых приборов

2.1.15 Физика прочности

2.1.16 Физико-химия металлов и неметаллических материалов

2.1.17 Диффузия и диффузионно-контролируемые процессы

2.1.18 Защита интеллектуальной собственности и патентоведение

2.1.19 Коррозия и защита металлов

2.1.20 Материаловедение

2.1.21 Материаловедение полупроводников и диэлектриков

2.1.22 Металловедение инновационных материалов

2.1.23 Методы исследования материалов

2.1.24 Метрология и стандартизация цифровых технологий в материаловедении и металлургии

2.1.25 Метрология и технические измерения функциональных материалов

2.1.26 Метрология, стандартизация и технические измерения

2.1.27 Метрология, стандартизация и технические измерения в электронике

2.1.28 Основы материаловедения и методов исследования материалов

2.1.29 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.30 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.31 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.32 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.33 Разработка новых материалов

2.1.34 Технология функциональных материалов

2.1.35 Фазовые равновесия и дефекты структуры

2.1.36 Физика диэлектриков

2.1.37 Физика металлов

2.1.38 Физика полупроводников

2.1.39 Введение в квантовую теорию твердого тела

2.1.40 Дефекты кристаллической решетки

2.1.41 Компьютеризация эксперимента

2.1.42 Планирование и организация научно-исследовательской работы

2.1.43 Планирование научного эксперимента

2.1.44 Теория поверхностных явлений

2.1.45 Теория симметрии

2.1.46 Электроника
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2.1.47 Введение в квантовую механику

2.1.48 Кристаллография

2.1.49 Математическая статистика и анализ данных

2.1.50 Методы математической физики

2.1.51 Основы дизайна металлических материалов

2.1.52 Основы квантовой механики

2.1.53 Практическая кристаллография

2.1.54 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

2.1.55 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

2.1.56 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

2.1.57 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений

2.1.58 Физика

2.1.59 Физическая химия

2.1.60 Электротехника

2.1.61 Математика

2.1.62 Органическая химия

2.1.63 Информатика

2.1.64 Химия

2.1.65 Инженерная и компьютерная графика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

Знать:

ПК-1-З1 - теоретические основы методов в объеме достаточном для формулирования задач и анализа результатов

ПК-1-З2 - чувствительность и точность указанных методов

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя знания фундаментальных наук,

методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания

Знать:

ОПК-1-З3 - области эффективного применения рентгеновской топографии, электронографии и микроскопии;

ОПК-1-З2 - методы структурного исследования в конкретных задачах анализа строения материалов и приборных структур

микро- и наноэлектроники.

ОПК-1-З1 - возможности основных структурных методов исследования строения материалов;

ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

Уметь:

ПК-1-У3 - описывать изображение структур полученных методом просвечивающей электронной микроскопии.

ПК-1-У2 - описывать микроструктуры на основе металлографического анализа;

ПК-1-У1 - осуществлять расчеты электронограмм и их анализ;

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя знания фундаментальных наук,

методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания

Уметь:

ОПК-1-У1 - применять методы рентгеновской дифракционной микроскопии для анализа дефектной структуры

монокристаллов;

ПК-1: Способен осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

Владеть:

ПК-1-В2 - навыками расчета и анализа электронограмм;

ПК-1-В3 - навыками расчета профилей изображений на картинах, полученных методом просвечивающей электронной

микроскопии.
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ПК-1-В1 - навыками анализа изображений полученных с помощью рентгеновских топограмм, оптического микроскопа и

просвечивающего электронного микроскопа;

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя знания фундаментальных наук,

методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания

Владеть:

ОПК-1-В1 - навыками использования баз  данных структурных параметров кристаллов разных веществ;

ОПК-1-В2 - навыками использования компьютерных программ анализа  результатов структурных экспериментов;


